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１．概要（Summary） 
光デバイス用回折格子においては、微細パターンの均

一性と光学特性を評価するためのある程度以上の面積が

求められる。 
今回、大面積での回折格子パターン作製を目指し、北

海道大学の超高速スキャン電子線描画装置を利用して、

プロセスの検証を行った。ここで我々はパターン均一性と

大面積化を実現する指針を得ることができた。 
 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 超高速スキャン電子線描画装置（エリオニクス、ELS-
F130HM）、高密度 ICP ドライエッチング装置（サムコ、

RIE-101iPH） 
 
【実験方法】 

4 インチシリコンウエハ上に電子線描画用レジストであ

る ZEP-520A をスピンコートし、描画用基板の作製を行っ

た。電子線描画に必要な時間と、作製されるパターン精

度の検証を行うために、描画モード 2 種類（高精細描画と

速度優先描画）を検討してライン＆スペースの作製を検

討した。実際の描画時間を検討したところ、約 5 倍程度の

時間差があったため、今回は速度優先で電子線描画を

行った。 
 描画後は現像を行い、必要とされる深さまでドライエッチ

ング装置によってエッチングを行い、ライン＆スペースの

パターンを作製した。 
 
 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 エッチング後に電子線描画装置で行った SEM 観察結

果を示す。（Fig. 1） 今回は描画精度を落としているため、

ドーズ量での線幅調整を行ったが、目標とする線幅よりも

少し太い描画結果が得られていることが分かった。今後、

ドーズ量の調整などでの最適値を求めていく。一方、フィ

ールドつなぎ部分において大きなずれが生じていることが

分かった。引き続き装置利用を行いながら北海道大学と

共に原因を追及し、デバイ作製を完了させる予定である。 
 

Fig. 1 Line & Space pattern of Si substrate 
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